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Монокристаллический CVD алмаз, доступный в виде пластин с размерами от 3х3 до 5х5 мм2 и обладающий совокупностью исключительных свойств, рассматривается как полупроводниковый материал для создания электронных приборов нового поколения. Технология производства CVD монокристаллов большей площади еще находится в стадии разработки, а рекордный размер пластины алмаза (срощенного из нескольких пластин-«клонов») составляет 40x60 мм [1]. Для применения CVD алмаза в приборостроении альтернативой сращиванию нескольких монокристаллов в одну пластину может являться получение комбинированной пластины поли- и монокристаллического CVD алмаза, то есть пластины поликристаллического алмаза со врощенными в нее включениями из монокристаллического алмаза [2,3]. Использование комбинированного поли- и монокристаллического алмаза позволит значительно расширить применение монокристаллических пластин небольших размеров.
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В настоящей работе представлены результаты исследования получения комбинированных пластин в CVD реакторе на основе CВЧ резонатора, возбуждаемого на частоте 2.45 ГГц. В результате разработана CVD технология выращивания комбинированных пластин большой площади (диаметром до 76 мм), содержащих более 100 монокристаллов CVD алмаза, врощенных в поликристаллическую алмазную основу, Рис.1. Разработанная технология включает соединение поли- и монокристаллических областей в процессе CVD роста, снятие механических напряжений между областями путем высокотемпературного отжига и выращивание на монокристаллических областях комбинированных пластин эпитаксиальных слоев CVD алмаза, легированных бором. Применение технологии позволяет получать комбинированные пластины пригодные для создания электронных приборов на основе полупроводникового CVD алмаза в существующих технологических линиях. 
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Рис. 1. Фотография комбинированной пластины моно- и поликристаллического CVD алмаза диаметром 76 мм с 109 монокристаллами размером 1,5х1,5х0,5 мм после процесса роста. 









